B340D -B341D -B342D B

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-
Transistoren

Kennwerte bei?, = 25 °C + 5K

Bauform 5
Gleichstromverstarkung :1: ”52 siaje ;gg
= == h “en
AnschluBbelegung Ucs 8 VlE 1 =8 21 E(T1) e 224...560
1 Kollektor T1 8 Kollektczl{ T3
2 Emitter T1 9 Emitter T3
3 BasisT 10 Basis T3 Ucg = 5V, lIg = 10 kA h21 E c, d e 30
4 Masse 11 Masse Verhdltnis der Gleichstrom-
: Er:sl::e?m ::;2; g;?::;‘" verstdrkung fiir alle méglichen
7 Kollektor T2 14 Kollektor T4 Transistorpaare
Ucg =5V, lg = 1mA h21E(x) 08...1,25
ho1g
Innere Schaltung Differenz der Basis-Emitter- L
7 7 8 7 Spannungen fiir alle méglichen

i Transistorpaare (nur B 340/341)
UC8=5V.IE=100|,;A Ug <5mV
Ubergangsfrequenz
3 ]'1 7'2 7‘_" T" UCE:SV,ICZI mA, f =100 MHz fy ’ 135 MHz
Rauschfaktor fiir B 341 D
Ic = 200 pA, f = 1 kHz,
Af = 100 Hz, Rg = 2 kQ F <6 dB
12 73

25 &6m1 9

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20V
Emitter-Basis-Spannung Ugso 5V
Kollektor-Substrat-Spannung Ucio 0V
Kollektorstrom Ic 10 mA
Basisstrom Ig 5 mA
Warmewiderstand

far Gesamt Ig Rthio 120 K W
Betriebstemperaturbereich Py —25...85°C

Sperrschichttemperatur 9 125 °C




